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med minst en annan signal

(57) Tiivistelmd

Esilld oleva keksintd koskee menetelm#d
ensimmiisen optisen signaalin vertaami-
seksi vdhintiddn yhteen muuhun signaaliin.
Keksintdd voidaan esimerkiksi kdyttdd ku-
vantunnistukseen. Tdssd sovellutuksessa
ongelmana on kyetd suorittamaan rinnak-
kaismuotoinen kuvan sisdlldn kdsittely.
Mm. timi ongelma ratkaistaan keksinndssd
siten, ettd MIS-rakenne (11, kuvio 1) va-
laistaan ensimmdiselld optisella signaa-
lilla (¢l), miki antaa MIS-rakenteen
pintapotentiaalin optisesti indusoidun
muutoksen, ja ettd pintapotentiaaliin
vaikutetaan my®s mainitulla vihintddn
yhdelld muulla signaalilla valaisemalla
MIS-rakenne (11, kuvio 1) toisella opti-
sella signaalilla (QZ) tai ettd signaali
kytketi3n rakenteen yli vaikuttavan j¥n-
nitteen muodossa tai ettd rakenne varus-
tetaan varauksella eristyksessd tai sen
rajakerroksessa tai ndiden tapojen yhdis-
telm#lli sekd ettd vdhintddn yksi kaikis-
ta signaaleista vaihtelee ajan suhteen.

(57) Sammandrag

Féreliggande uppfinning avser ett fdrfaran-
de f8r jimfbrelse av en fbrsta optisk sig-
nal (¢l) med minst en annan signal. Uppfin-
ningen kan exempelvis anvéndas for bildigen-
kdnning. Det &r i denna tilldmpning ett prob-
lem att kunna utfbra parallell processning
av innehi3llet i en bild. Bl.a. detta prob-
lem 1l8ses vid uppfinningen genom att en
MIS-struktur (11; fig. 1) belyses med den
forsta optiska signalen (Ql), vilket ger

en optiskt inducerad dndring av MIS-struk-
turens ytpotential och av att ytpotentialen
ocksd pdverkas av némnda minst en annan sig-
nal genom att MIS-strukturen (1ll; fig. 1)
belyses med en andra optisk signal (¢2)
eller genom att signalen pdfdres i form av
en spédnning ¥ver strukturen eller genom att
strukturen f6rses med laddning i isolatorn
eller dess grénsskikt eller genom en kombi-
nation av dessa sdtt samt av att minst en

av samtliga signaler varierar i tiden.
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Menetelmi ensimmdisen optisen signaalin vertaamiseksi

vihintd4dn yhteen muuhun signaaliin

1. Johdanto
Esilli oleva keksint® koskee menetelmad ensimmdi-

sen optisen signaalin vertaamiseksi vdhintddn yhteen
muuhun signaaliin.

Nykyisin vallitseva tekniikka optisen informaa-
tion kisittelemiseksi kuvien muodossa perustuu kuvan
sisdllén pisteittHdiseen késittelyyn. Usein kdytetddn
"charge transfer device"-tyyppistad kuvasensoria, josta
kuvainformaatio syStetddn ulos piste pisteeltd ja tal-
lennetaan muistiin. T&min muistin sisdltbd kédsitelldén
sitten bitti bitilti operaattorimuistiin tallennettua
informaatiota vasten. T&llid tavoin aikaansaadaan tyyp-
pid korrelointi, derivointi jne. olevia toimintoja ku-
vantunnistusta tai eri tyyppisid matriisimuunnoksia
varten kuvasis#lldn kaistanleveyden rajoittamiseksi.
Koska t&mi metodiikka sis&ltdi hyvin suuren informaatio-
miirin sarjanmuotoisen k&sittelyn, tulee kuvankdsitte-
lystd aikaa vievd ja se vaatii hyvin korkean tietokone-
kapasiteetin.

Viime vuosina on ollut k&dynnissd voimakas kansain-
vilinen toiminta menetelmien aikaansaamiseksi kuvan si-
sillén rinnakkaismuotoisen késittelyn suorittamiseksi.
Se tarkoittaa, ettd kaikki kuvapisteet kdsitelldan sa-
manaikaisesti mik# antaa suunnattoman hyddyn laskenta-
ajassa. Td4l116in on pd#dasiallisesti kadytetty niitd mah-
dollisuuksia Fourier-muunnokseen, jotka luonto tarjoaa
kiytettiessd koherenttia valoa. Tdllaiset menetelmdt
vaativat sen optisen jdrjestelmdn erittdin hyvdn mekaa-
nisen stabiilisuuden, jota kdytetddn kuvankdsittelyyn.

Sillid keksinn8l1li, jota tdssd tullaan kuvaamaan,
on vdhintiin nelji etua verrattuna aikaisempiin ratkai-
suihin kuvien kdsittelemiseksi:
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2
(i) Se perustuu hyvin yksinkertaiselle ilmaisin-
rakenteelle.
(ii) Se voi suorittaa rinnakkaisen ké&sittelyn.

(iii) Se kdyttdd epdkoherenttia valoa.

(iv) Kuvaa voidaan kdsitelld optisilla signaaleilla,
sdhk6isilld signaaleilla tai ndiden yhdistelm&dlld.
Operaatiosignaalit voidaan osoittaa joko erillisiin
kuvapisteisiin tai ne voivat toimia rinnakkaisesti
kuvan tai sen osien yli.

Esitetyt edut saavutetaan siten, ettd keksintd
saa sen muodon, joka ilmenee oheisista patenttivaati-
muksista.

Keksint6d tullaan seuraavassa kuvaamaan l&hemmin

viitaten oheisiin piirustuksiin, joissa

kuvio 1 esittdd poikkileikkauksen MIS-rakenteesta,

kuvio 2 esittdd energiakaistamallin kuvion 1 mu-
kaiselle rakenteelle valaistuna,

kuvio 3 esittdd kuvioiden 1 ja 2 rakenteen kyt-
kettynd mittausinstrumenttiin,

kuvio 4 esittdd oskilloskooppikuvan kuvioiden
1-3 mukaisesta laitteesta,

kuvio 5 esittdd rakenteen valaistuna sekd katko-
tulla valolla ettd wvakiovalolla,

kuvio 6 esittdd sdhkdisen signaalin U kokeelli-
set tiedot ulkoisen kytketyn jédnnitteen VO funktiona
valaistaessa intensiteetin ¢l omaavalla katkotulla va-
lol&hteellsd,

kuvio 7 esittdd kokeelliset tiedot siitd kuin-
ka sdhk®istd signaalia U MIS-rakenteesta voidaan ohja-
ta vield yhdelld valoldhteelld, jolla on vakio inten-
siteetti ¢2,

kuvio 8 esittdid kokeelliset tiedot sd&hk&isesta
signaalista U intensiteetin ¢l omaavan katkotun valo-
lihteen funktiona kiinte&n valoldhteen intensiteetin

¢2 ollessa parametrina,
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kuvio 9 esittdi kuvion 1 mukaisen MIS-rakenteen
muodossa olevan levyn ndhtynd siltd sivulta, jolle joh-
din 3 on asetettu valaistuna yhdestd pisteestd intensi-
teetin ¢1 omaavalla katkotulla valolla ja toisesta pis-
teestd intensiteetin ¢2 omaavalla vakiovalolla,

kuvio 10 esittdi sihkdisen signaalin U intensi-
teetin ¢2 omaavan kuvion 9 valotdytdn siirtymisen funk-
tiona,

kuvio 11 esittii kuinka eri kuvapisteet opto-s&dh-
kdisessd prosessorissa voidaan osoittaa,

kuvio 12 esittdi kuinka kuvapiste voidaan muodos-
taa virit aistivassa optisessa prosessorissa.

2. Perusrakenne

Laite sisdltdi (kuvio 1) MIS-rakenteen, joka koos-
tuu puolijohteesta 1, jossa on ohut eristyskerros 2, jol-
le on asetettu ohut sihkdi johtava kerros 3. Energiakais-
tamalli t4llaiselle rakenteelle esitetddn kuviossa 2.
Komponenttia kuviossa 2 valaistaan katkotulla valolla
katkojasta 10 ja kytket#&n sdhkdiseen mittainstrument-
tiin 4 virran tai jinnitteen mittaamiseksi, joka esite-
ti4n kuviossa 3. MIS-rakennetta on merkitty 11:11&8. Tédssa
viitatussa esimerkissi kiytetdidn siten katkottua valoa,
joka on helposti toteutettavissa ja tekee tuloksen hel-
poksi tulkita. Tulee kuitenkin painottaa, ettd periaat-
teessa ei ole mit#in eroa vaihteleeko optisen s&teilyn
intensiteetti ajan suhteen jollakin muulla tavalla tai
useampien signaalien tapauksissa, jotka annetaan alla,
jos jokin niistd vaihtelee ajan suhteen tdllid tavoin.
valo esilli olevassa esimerkissd, jolla on intensiteet-
ti ¢l ja suurempi valoenergia kuin puolijohteen kaista-
vili, synnyttdi optisesti kehitettyjd elektroneja ja
reikii puolijohteeseen. Ehto komponentin hyvédlle toimin-
nalle on, ettd puolijohteen energiakaista taipuu pinnas-
sa. Tit3d voidaan kontrolloida synnyttdmdlléd pintalatauk-
sia tai sdhk®i johtavan kerroksen 3 sopivalla valinnalla.
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Jos puolijohteen energiakaistat ennen valaisua ovat tai-
puneina, kuten esitetddn kuviossa 2, tulevat valon ke-
hittdmdt elektronit 5 kerdytymddn siihen energiakuop-
paan, joka on puolijohteessa ldhelld sen rajaa eristin-
td vasten. Ne reidt 6, jotka valaistaessa luodaan, tul-
laan viemddn puolijohteen tilavuuteen ja edelleen ulos
ulkoiseen piiriin sen metallikoskettimen 7 kautta, joka
on komponentin takasivulla. Tdten aikaansaadaan varauk-
sensiirtyminen, joka voidaan mitata virtana tai jdnnit-
teend instrumentilla 4 ulkoisessa piirissd. Tamd varauk-
sensiirtyminen jatkuu kunnes puolijohteen energiakaistan
toipuminen ldhelld eristyskerrosta lakkaa sen varauksen-
traloitumisen seurauksena, joka syntyy tietyn aikavdlin
jdlkeen valaisun kautta. Tdmdn aikavdlin pituus madrdy-
tyy kuviossa 3 esitetyn piirin kokonais-RC-vakiosta.

Jos RC-vakio on pitkd suhteessa katkontataajuuteen, saa-
daan ulkoiseen piiriin signaali, kuten esitetddn kuvios-
sa 4, joka on oskilloskooppikuva sdhkdisestd signaalis-
ta (U) kuvioiden 1-3 mukaisesta laitteesta. Signaalin
U(t) amplitudi kuviossa 4 on riippuvainen toisaalta in-
tensiteetistd ¢l ja toisaalta energiakaistan taipumisen
suuruudesta Y kuviossa 2. Signaaliamplitudia U(t)} ku-
viossa 4 voidaan siten tietylld intensiteetilld ¢l muut-
taa muuttamalla pintapotentiaalia 4 kuviossa 2. Tamd
muutos voidaan aikaansaada kahdella tavalla: Kytkemdlld
ulkoinen jédnnite jadnniteldhteestd 12 koskettimien 3 ja

7 vdliin tai valaisemalla MIS-rakenne ylimd&drdiselld
valoldhteelld, jolla on vakio valointensiteetti ¢2
(kuvio 5).

Kuvio 6 esittdd kokeelliset tiedot sdhkdisesta
signaalista U ulkoisen kytketyn jdnnitteen VO funktiona
valaistaessa katkotulla valoldhteelld intensiteetiltdén
¢l. Oleellinen informaatio kuviosta 6 on, ettd se sig-
naali U, joka saadaan valaisemalla MIS-rakennetta kat-
kotulla intensiteetilld ¢l’ on ohjattavissa jédnnitteelld
Vo.
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Kuviot 7 esittdi kokeelliset tiedot siita
kuinka s&hk®istd signaalia U MIS-rakenteesta voidaan
ohjata ylimiiriiselld valol&hteelld, jolla on vakio
(ei katkottu) intensiteetti ¢2. Ylimdirdinen valoldhde
antaa tarpeen pintapotentiaalin ¢ (kuvio 2) pienentdmi-
seen, miki pienentii U:ta. Kuviosta 7 ndhdddn, ettd kun
¢2'$ 10 ja ¢2~3 20 on U = f(¢2) likimain hyberbolinen
funktio. Se polvi k#dyridssd, joka esiintyy kun ¢24&15
perustuu energiatilaan rajakerroksessa eristyksen ja
puolijohteen vi1illd ja silld ei ole mitdén laadullis-
ta vaikutusta komponentin toimintaan. T&llaisiin ener-
giatiloihin voidaan vaikuttaa tarkalla valmistusproses-
sin ohjauksella kerrostettaessa eristyskerros puoli-
johteelle.

Etti signaali U on my8s katkotun intensiteetin
¢l funktio, esitet4dn kuviossa 8, joka kdsittad kokeel-
liset tiedot funktiosta U = f(¢l) ¢2:n ollessa paramet-
rina.

Olemme nyt esittdneet teoreettisilla perusteluil-
la ja kokeellisilla tiedoilla kuinka optisesti indusoi-
tua sihk8istd signaalia voidaan ohjata toisella optisel-

la signaalilla ¢2. Voidaan siten kirjoittaa
U= f(Vol ¢l' ¢2)

Tulemme nyt n#kemddn kuinka ylld kuvatun MIS-
rakenteen niiti ominaisuuksia voidaan kdytt#d&d optisen
informaation k&sittelyyn.

3. Optis-optinen prosessori

Kuvio 9 esittdi kuvion 1 mukaisen MIS-rakenteen
muodossa olevan levyn n¥htynd siltd sivulta, jolle joh-
din 3 on kerrostettu. Ajattelemme kordinaattijdrjestel-
mii (x, y) levyn tasossa ja valaisemme levyd kahdesta
eri pisteestd osittain katkotulla intensiteetillda ¢l
ja osittain vakiointensiteetilld ¢2. Ajasta riippuvai-
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nen ulostulosignaali U mddrdytyy tdlléin yksinomaan
ﬂl:sté, koska ¢2 ei vaikuta pintapotentiaaliin Y siini
pisteessd, jota valaistaan ¢l:115. Jos kuitenkin valo-
pistettd, jolla on intensiteetti ¢2, siirretddan x-suun-
nassa kohti ¢l:té tulee ¢2 vaikuttamaan signaaliin U
niin pian kuin molemmat valol&disk&at alkavat osua yhteen.
Koe, joka vahvistaa tdtd, esitetddn kuviossa 10, jossa
signaali U mitataan kuvion 9 valoldiskdn intensiteetil-
tddan ¢2 siirtymisen funktiona. Ndmd kaksi valoldiskdd
osuvat tdysin yhteen kun x = 6,0, joka on piste, jossa
U:1la on minimi.

Nyt on yksinkertaista yleistdd tdmd& ajotus koske-
maan kahta kuvaa, joita on kuvattu funktioilla ¢l (x, y)
ja ¢2 (x, y). Jos kuva ¢l (x, y) katkotaan samalla ta-
voin kuin aiempi valoldiskda ¢l, tullaan jokaisessa
MIS-rakenteen pisteessd (x, y) saamaan varaussiirtymd,
joka summautuu signaaliin U ulkoisessa piirissd. Ndim-
me aiemmin (kuviot 7 ja 8), ettd U on likimain kddntden
verrannollinen ¢2:n suhteen ja likimain verrannollinen

¢l:n suhteen. Kahdelle kuvalle tulee signaalista tyyppid

¢l(X. y)
Urigg————————— dx dy
1+ fD?_ (x, y)

oleva lauseke.

Tamd signaali saa minimin kun ¢l ja ¢2 ovat ident-
tiset ja osuvat yhteen. Y114 kuvattua laitetta voidaan
siten k&dyttdd kuvantunnistukseen. Signaalin U riippu-
vuutta ¢l:sta ja ¢2:sta, kuten sitd kuvataan kuviois-
sa 7 ja 8, voidaan muuttaa sopivalla puolijohteen seos-
tuksella sekd synnyttdmdlld sopiva energiatila eristyk-
sen 2 ja puolijohteen 1 vdliin.

Sivusuuntaisen erottelun parantamiseksi korreloi-
taessa kaksi kuvaa voidaan aikaansaada, ettd se energia-
kuoppa elektroneja varten tai reikd, joka esiintyy raja-

kerroksessa eristyksen ja puolijohteen vdlissd, on ra-
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joitettu sivusuunnassa. T&l1l6in varustetaan pinta suu-
rella mddrdlld sellaisia sivusuunnassa rajoitettuja
energiakuoppia, jotka kukin muodostavat kuvapisteen.
Tdm8 estdld, ettd elektronit tai reidt pinnassa levia-
vdt suuremmalle pinnan alalle, mikd kohottaa sivusuun-
taista erottelua. Vield yksi tapa erottelun parantami-
seksi on rajoittaa varauksenkantajien liikkuvuutta
energiakuopassa. Energiakuoppien sivusuuntainen rajoi-
tus ja liikkuvuuden aleneminen aikaansaadaan sopivalla
seostuksella, viemdilli pintavarauksia tai sopivalla joh-
teen 3 materiaalin valinnalla.

Jos jompi kumpi ¢l tai ¢2 valitaan kuvaksi, voi-
daan toinen valosignaali valita pistemdiseksi valolah-
teeksi ja pyyhk&istd rasterina kuvan yli. Se antaa mah-
dollisuuden kuvan sarjamuotoiseen lukemiseen samalla
tavoin kuin TV-kamerassa. Derivoimalla ajan suhteen tdl-
18in syntyvd signaali voidaan kuvan sis&ltd derivoida
mielivaltaisessa suunnassa levyn pintaa pitkin. Aika-
integroimalla signaali voidaan samalla tavoin suorittaa
kuvan juovaintegrointi. Edelleen voidaan kaksi kuvaa
matriisikertoa keskenddn MIS~-rakenteen sopivan muotoi-
lun avulla.

4. Optis—-sdhk&inen prosessori

Kiyttdmill4 sitd MIS-rakenteen ominaisuutta, jota
kuvataan kuvion 6 yhteydessd nimittdin, ettd signaalia
U voidaan ohjata ulkoisella jé&nnitteelld VO, voidaan

toteuttaa prosessori, jossa operaattorisignaalit ovat
sdhk¥isii signaaleja. Johdin 3 kuviossa 1 muotoillaan
td116in ruutukuvioksi eristyksen pinnalle silld tavoin
kuin ilmenee kuviosta 1l1l. Kukin t&llainen johdinruutu

8 osoitetaan x- ja y-johtimien kautta MOS-transistorin
9 kautta, joka on integroitu puolijohdelevyyn. Tdlla
rakenteella voidaan k#sitelld kuvaa toisaalta optisilla
signaaleilla silli tavoin kuin on kuvattu kappaleessa

3 ja toisaalta s¥hk8isilli signaaleilla siten, ettd ku-
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van osat voidaan valita kuvion 11 kuvaamisen osoitus-
mahdollisuuksien kautta.

On myds muita mahdollisuuksia sdhkOiseen proses-
sointiin. Yksi esimerkki on sovittaa ristikkdin yhteen-
kytkettyjd johtimia kunkin parin ollessa eristetty kai-
kista muista pareista. Kahden tdllaisen parin risteys-
pisteeseen syntyy alue, jossa pintapotentiaaliin qivoi—
daan vaikuttaa. Tdllainen risteyspiste saa muodostaa
kuvapisteen ja se voidaan osoittaa asettamalla poten-

tiaali risteaviin johdinpareihin.

vidri-informaatio voidaan lukea kuvasta pyyhkdise
mdlld rasterimaisesti kappaleen 3 mukaisesti, jos anne-
taan kunkin "kuvapisteen" muodostua useista toisistaan
eristetyistd johtavista kerroksista 3 eristykselld 2
(katso kuvio 12).

Kuvapisteen kukin osa on johtavan materiaalin
lisdksi varustettu myds optisella kaistanpddstdsuoti-
mella, jolla on tyypillinen pd&dstbaallonpituus kutakin
kuvapisteen osaa varten. Kukin kuvapisteen osa moduloi-
daan sitten sdhk®diselld vaihtojdnnitesignaalilla Vo'
jolla on kullekin kuvapisteen osalle luonteenomainen
taajuus fr, fg, fb jne. Vdri-informaatio kuvassa saa-
daan t&ll8in kaistanpdidstbsuodattamalla sdhkdinen ulos-
tulosignaali U taajuuksilla fr, fg, fb jne.

5. Kiinted ohjelmointi

Aikaansaamalla MIS-rakenteen pinnan yli vaihte-
leva pintavaraus tulee pintapotentiaalilv vaihtelemaan
pinnan yli jo ennen kuin se valaistaan. Siihen sisdltyy
mahdollisuus varustaa prosessori "luku"-ohjelmoinnilla.
On useita mahdollisuuksia aikaansaada tdllainen vaihte-
leva pintapotentiaali. Yksi mahdollisuus on toteuttaa
MIS-rakenne ns. FAMOS-rakenteena, mikd tarkoittaa, ettd
"kelluva portti", johtava materiaali, leivotaan eris-
tyskerrokseen valmistuksen yhteydessd. Prosessori voi-
daan t&118in ohjelmoida kytkemilld jdnnite FAMOS-raken-
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teen yli ja valaisemalla sitd samanaikaisesti kuvalla,
joka sisdltdi sen mallin, jolla prosessori halutaan
ohjelmoida. Valaistavat prosessoripinnan osat tullaan
ti118in varaamaan, jolloin pintapotentiaali q/ tulee
tddlld muuttumaan.

Toinen mahdollisuus on k&dyttdd hyvdksi liikkuvien
varausten esiintymistd eristyskerroksessa. Kytkemdlla
jdnnite MIS-rakenteen yli, kohottamalla sen l&mpdtila
noin 200°C ja valaisemalla sitd samanaikaisesti halu-
tulla operaattorikuvalla, tulevat ne liikkuvat varauk-
set, jotka ovat eristyksessd, siirtymdén enemmidn voimak-
kaasti valaistuilla alueilla kuin heikosti valaistuilla
alueilla. T4dmi synnyttdd vaihtelevan pintapotentiaalin
Y (x, yl, joka on kopio operaattorikuvasta.

Vield yksi mahdollisuus on kdyttdd puolijohde-
litografisia menetelmid yhdistelmédnd ioni-istutuksen
kanssa. Operaattorikuva mddrdtddn td116in litografia-
prosessissa ja saadaan ioni-istutettu kuvio, joka an-
taa vaihtelevan varauksen eristyspuolijohderajakerrok-
sessa.

Vield yksi mahdollisuus on muuttaa pintatilat
ja muut energiatilat oksiidissa eri sdteilymuodoilla

optinen, rdntgen, hiukkassédteily.
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Patenttivaatimukset:

1. Menetelmd ensimmdisen optisen signaalin (@, )
vertaamiseksi ainakin yhteen muuhun signaaliin (@, ), jossa
menetelmdssd komparaattorilaite valaistaan ensimmdiselld
optisella signaalilla (@, ), joka aikaansaa komparaattori-
laitteen pintapotentiaaliin optisesti indusoidun muutok-
sen, ja jossa pintapotentiaaliin vaikutetaan myds maini-
tulla ainakin yhdelld muulla signaalilla (@, ), jolloin
ensimmdisen optisen signaalin (@, ) aikaansaama pintapoten-
tiaalin muutos ja toisen signaalin (@, ) aikaansaama pin-
tapotentiaalivaikutus ilmajistaan ja arvioidaan ja jossa
ainakin yksi kaikista signaaleista vaihtelee ajan funktio-
na, tunnettu siitd, ettd komparaattorilaite on MIS
(metalli-eristin-puolijohde) -rakenne (11) ja ettd ensim-
mdinen optinen signaali (¢1) on kaksiulotteinen ja laajuu-
deltaan vaihteleva, joten se muodostaa kuvan.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmi,
tunnettu siitd, ettd ensimmdistd optista signaalia
(@, ) katkotaan.

3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmd,
tunnettu siitd, ettd yksi mainituista v&hintdin
yhdestd muusta signaalista on optinen signaali (@,), jolla
MIS-rakenne (11) valaistaan.

4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen menetelmd,
tunnettu siitd, ettd molemmat optiset signaalit
(@,, 9,) ovat kaksidimensioisia ja voivat vaihdella laa-
juudeltaan, sts. muodostaa kuvia.

5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen menetelmd,
tunnettu siitd, ettd rajapinta eristyksen ja puo-
lijohteen v&l1illd on varustettu sivusuunnassa rajoitetuil-
la energiakuopilla puolijohdetta seostamalla tai synnyt-
tdm8l1l48 energiatiloja tai johdinaineen valinnalla.

6. Patenttivaatimuksen 4 tai 5 mukainen menetelmd,
tunnettu siitd, ettd8 varauksenkantajien liikku-
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vuutta rajoitetaan puolijohteessa l8helléd rajakerrosta
eristykseen seostamalla puolijohdetta tai synnyttémélla
energiatiloja.

7. Patenttivaatimuksen 3 mukainen menetelma,
tunnettu siiti, ettd toinen optinen signaali on
pistemidinen ja pyyhk#isty rasterikuviona toisen optisen
signaalin yli, joka on kaksidimensioinen.

8. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmd,
tunnettu siitd, ettd yksi mainituista v&hintdin
yhdestd muusta signaalista tuodaan MIS-rakenteeseen raken-
teen yli vaikuttavan s#hkdjédnnitteen muodossa.

9. Patenttivaatimuksen 8 mukainen menetelmd,
tunnettu siit4, ettd johtava kerros (3) muodoste-
taan ruutukuviona eristyksen (2) yli ja ettd kukin t&llai-
nen johdinruutu (8) osoitetaan x- ja y-johtimien kautta
puolijohdekerrokseen integroidun MOS-~-transistorin (9)
kautta.

10. Patenttivaatimuksen 8 mukainen menetelma,
tunnettu siitd, ettd kukin kuvapiste muodostuu
risteyspisteestd yhteenkytkettyjen sihkdjohtimien parin
v411114, jotka johtimet on eristetty muista johdinpareis-
ta, ja ettd kuvapiste osoitetaan kytkemalld jénnite siihen
kuuluviin johdinpareihin.

11. Patenttivaatimuksen 9 tai 10 mukainen menetel-
md, tunnettu siitd, ettd eristykselld on useita
toisistaan eristettyj4 johtavia kerroksia ja ett#d optisien
kaistanpidistsuotimien avulla vaikutetaan ainoastaan yh-
teen kerrokseen kussakin kuvapisteessd ja ettd s#&hkdinen
ulostulosignaali kaistanpdistsuodatetaan siten, ettd op-
tinen signaali kullakin p##stdkaistalla, sts. védri, voi-
daan erottaa.

12. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelms,
tunnettu siitid, ettd yksi mainituista vdhintaan
yhdest8 muusta signaalista kytket&#n MIS-rakenteeseen va-
rustamalla rakenne varauksella eristyksess8 tai sen raja-
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kerroksissa.

13. Patenttivaatimuksen 12 mukainen menetelmi,
tunnettu siitd, ettd MIS-rakenne on FAMOS-rakenne,
jolle annetaan varaus kytkem#dlld jdnnite rakenteen yli
samanaikaisesti kun sitd8 valaistaan kaksiulotteisella op-
tisella signaalilla.

14. Patenttivaatimuksen 12 mukainen menetelmi,
tunnettu siits, ettd MIS-rakenne varustetaan va-
rauksella kytkem#dlld j&nnite rakenteen yli samanaikaisesti
kun sitd valaistaan kaksiulotteisella optisella signaalil-
la ja sen l&mp®dtila kohotetaan noin 200°C:een.

15. Patenttivaatimuksen 12 mukainen menetelmi,
tunnettu siitd, ettd varaus saadaan ioni-istutuk-
sella.

16. Patenttivaatimuksen 12 mukainen menetelmi,
tunnettu siitd, ettd varaus saadaan muuttamalla
rajakerrostilat ja energiatilat oksidissa sdteilyttdmidlli
rakennetta, esimerkiksi optisella, r&éntgen- tai hiukkas-
sdteilylla.
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Patentkrav

1. Fdrfarande f8r jimfdrelse av en forsta optisk
signal (9, ) med Atminstone en annan signal (@,), 1 vilket
fdrfarande en komparatoranordning belyses med den fdrsta
optiska signalen (@, ), som &stadkommer en optiskt induce-
rad férindring i komparatoranordningens ytpotential, och
i vilket férfarande ytpotentialen pdverkas &ven av ndmnda
Atminstone en annan signal (@, ), varvid f6rédndringen i
ytpotentialen, som dstadkoms av den forsta optiska signa-
len (@, ), och ytpotentialverkan, som astadkoms av den and-
ra signalen (@, ), detekteras och evalueras och i vilket
fdrfarande atminstone en av alla signaler varierar som en
funktion av tiden, k 4 nne tecknat dirav, att
komparatoranordningen utgérs av en MIS (metall-isolator-
halvledare) -struktur (11) och att den fdrsta optiska sig-
nalen (@, ) &r tvadimensionell och varierar till sin ut-
strickning, varfdr den alstrar en bild.

2. Férfarande enligt patentkravet 1, k @& nn e -
tecknat dirav, att den f8rsta optiska signalen (9, )
choppas.

3. F&rfarande enligt patentkravet 1 eller 2, k & n-

netecknat dirav, att en av ndmnda atminstone en
annan signal 4r en optisk signal (@,), med vilken MIS-
strukturen (11) belyses.

4. Fbrfarande enligt patentkravet 3, k &d&nne -
tecknat dirav, att de bdda optiska signalerna (9, .
@,) 4r tvadimensionella och kan variera till sin utstréck-
ning, dvs. alstra bilder.

5. Férfarande enligt patentkravet 4, k @& nne -
tecknat dirav, att grénsytan mellan isolatorn och
halvledaren 4r f8rsedd med lateralt begrénsade energigro-
par genom att dopa halvledaren eller genom att alstra
energitillstdnd eller genom val av ledarmaterial.

6. Férfarande enligt patentkravet 4 eller 5, k 8 n-



10

15

20

25

30

35

78365

14

netecknat dirav, att laddningsbdrarnas rdrlighet
begré&nsas i halvledaren ndra grénsskiktet till isolatorn
genom att dopa halvledaren eller genom att alstra energi-
tillstand.

7. F6rfarande enligt patentkravet 3, k @& nn e -
tecknat dirav, att den ena optiska signalen &r
punktformig och svept som rastermdnster 6ver den andra
optiska signalen, som &r tvadimensionell.

8. Forfarande enligt patentkravet 1 eller 2, k & n-
netecknat dirav, att en av nidmnda atminstone en
annan signal inférs i MIS-strukturen i form av en elekt-
risk sp&nning, som verkar &ver strukturen.

9. Fbrfarande enligt patentkravet 8, k & nne -
tecknat dirav, att det ledande skiktet (3) bildas
som ett rutmdnster Over isolatorn (2) och att varje dylik
ledarruta (8) adresseras genom x- och y-ledare genom en
till halvledarskiktet integrerad MOS-transistor (9).

10. FOrfarande enligt patentkravet 8, k 8 n n e -

t ec knat dirav, att varje bildpunkt utgdrs av en
korsningspunkt mellan ett par sammankopplade elledare,
vilka 8r isolerade fran 6vriga ledarpar, och att bildpunk-
ten adresseras genom att ldgga spidnning pd ledarpar, som
tillhdr den.

11. Foérfarande enligt patentkravet 9 eller 10,
kdnnetecknat dirav, att isolatorn uppvisar
flera fran varandra isolerade ledande skikt och att endast
ett skikt i varje bildpunkt paverkas med hjdlp av optiska
bandpassfiltrar och att en elektrisk utgangssignal band-
passfiltreras sd, att den optiska signalen pd varje pass-
band, dvs. f&rgen, kan separeras.

12. F6rfarande enligt patentkravet 1 eller 2,
kd83nnetecknat dirav, att en av nidmnda atmins-
tone en annan signal kopplas till MIS-strukturen genom att
fbrse strukturen med laddning i isolatorn eller dess
grénsskikt.
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13. Fd6rfarande enligt patentkravet 12, k 8 n n e -
tecknat dirav, att MIS-strukturen &r en FAMOS-
struktur, som f6rses med laddning genom att l8gga en span-
ning 8ver strukturen samtidigt som den belyses med en tva-
dimensionell optisk signal.

14. F¢rfarande enligt patentkravet 12, k 8 nn e -
tecknat dirav, att MIS-strukturen ftrses med ladd-
ning genom att lidgga en spanning 6ver strukturen samtidigt
som den belyses med en tvadimensionell optisk signal och
dess temperatur hdjs till ungefdr 200°C.

15. Férfarande enligt patentkravet 12, k 8§ n n e -
tecknat dirav, att laddningen erhdlls medelst jon-
implantation.

16. F6rfarande enligt patentkravet 12, k d n n e -
tecknat dirav, att laddningen erhdlls genom att
féridndra gridnsskiktstillstdnden och energitillsténden i
oxiden genom att bestrdla strukturen, t.ex. med en optisk,
réntgen- eller partikelstrdlning.

Viitejulkaisuja-Anférda publikationer

Hakemusjulkaisuja:-Ansdkningspublikationer: Saksan liittotasavalta-
Férbundsrepubl iken Tyskland(DE) 2 623 541 (H 04 N 3/14).
Patenttijulkaisuja:-Patentskrifter: USA(US) 3 894 295 (H 01 L 15/00).
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